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分子線エピタキシー（MBE）を用いた III-V 族化合物半導体のナノ構造（量子井戸・トンネル障壁・
超格子・自己形成量子ドットなど）の形成、及びそれらの物性・構造の評価に関する支援を行う。当
面は、GaAs・AlAs・InAsなど As系物質とその混晶、ならびに GaSb・AlSb・InSbなど Sb系物質とその
混晶を中心とする。また、半導体の上に真空蒸着法で有機分子を堆積させた複合構造の形成（現在準
備中）の支援も行う。 

得られたナノ構造に関し、原子間力顕微鏡など走査探針顕微鏡（SPM）による形状と局所物性の計測、
レーザー分光装置を駆使した蛍光（PL）スペクトル・蛍光寿命・光吸収スペクトルやフォト電流など
光学特性の計測、さらに伝導率・キャリア移動度・FET特性とその温度依存性・磁気抵抗振動や量子ホ
ール効果など伝導特性の計測に関する支援を行う。 

 

 

 半導体ナノ構造の代表例   ナノ構造の形成装置と計測機器（一部） 
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